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１．概要（Summary） 

我々は、多結晶シリコン(poly-Si)をチャネルに利用した

４端子(4T)低温(LT)薄膜トランジスタ(TFT)の作製に成功

している。4T 構造では上下のゲートを独立に駆動させる

ことで、一方のゲートで行うスイッチング動作に加えて、他

方のゲートでその閾値電圧(Vth)の制御を可能にする。本

研究では、トップゲート酸化膜の厚さを変化させることによ

る ４Ｔ LT poly-Si TFT の制御性について検討を行っ

た、 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

基板は石英ガラスを用いている。まず、RIE によるトレ

ンチの形成、タングステン(W)のスパッタ、CMP による研

磨を行い、ボトムゲート(BG)を形成した。次に、PECVD

で、BG SiO2 を 150 nm、非晶質 Si を 75 nm 製膜、続い

て CLC 法によるレーザ結晶化を行い、大粒径のラテラル

poly-Si 薄膜を形成した。次に RIE によるトランジスタアイ

ランドの形成後、PECVD でトップゲート(TG) SiO2 を 50 

or 75 nm 形成した。次に TG メタル(W)のスパッタ後、BG

をフォトマスクとして背面露光を行い、自己整合的に TG

を形成した。ソース・ドレイン領域上の SiO2 層を RIE によ

り除去後、P のイオン注入を行った。続いて、BG にコンタ

クトをとるため TG の一部を RIE により除去し、PECVD で

層間絶縁膜 SiO2 を製膜した。次に、N2 雰囲気中におい

て 550℃で 6 時間の活性化アニールを行った。この温度

がプロセス最高温度である。引き続いて RIE でコンタクト

ホールを形成し、電極メタル（Mo）をスパッタにて製膜した。

その後、ウエットエッチングにて電極を形成し、最後に水

素化を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は、トップゲート酸化膜 50 nm あるいは 75 nm、ボ

トムゲート酸化膜 150 nm を有するＴＦＴについて、(a) ボ

トムゲートをコントロールゲート、トップゲートをドライブゲー

ト (b) トップゲートをコントロールゲート、ボトムゲートをド

ライブゲートとした時の Vth 制御性を調べた結果である。グ

ラフの中の数値はγ値(γ=|ΔVth/ΔVCG|)を示している。

括弧内の数値は理論値である。トップゲート酸化膜のわず

かな厚さ変化に対応して Vth が変化しており、高い制御性

を有していることが明らかになった。 
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Fig. 1. Vth controllability of 4T LT poly-Si TFT (a) 

top :drive gate, bottom :control gate and (b) top: 

control gate, bottom :drive gate. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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